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医療用断層イメージング技術である光干渉断層計(OCT)に有用な近赤外広帯域光源
として、独自手法により中心波長が制御された複数のInAs量子ドット(QD)層を含有
する電流注入型広帯域光源(SLD)の開発を行った。積層するQDの成長条件をOCTに
有用な波長範囲で広帯域な発光が得られるよう最適化し、最大約180 nmの広帯
域ELスペクトルを得た。

実験
Experimental

分子線エピタキシー法により、厚さ約300 nmのGaAs層内にInAs-QDを3層含むサ
ンプルをGaAs(100)基板上に成長した。各層のQDは異なる成長条件により発光中
心波長を制御し、広帯域発光が得られるようにした。GaAs活性層は厚さ1.5 um
のp-/n-Al0.35Ga0.65Asクラッド層で挟み、光学および電子閉じ込め構造とした。成長
したサンプルに対し、微細加工によってリッジ型導波路を加工後、両面に金属蒸着
を行って電極を形成し、長さ4 mmのチップに劈開してSLDチップデバイスとした。

結果と考察
Results and Discussion

作製したSLDチップデバイスに電流を注入し、室温にてエレクトロルミネセン
ス(EL)を測定した。波長領域が1050–1350 nmに渡る広帯域な発光が観測され、注
入電流量増加に伴い発光帯域が増加した。スペクトル形状が単峰性を維持しながら、
半値全幅約180 nmの広帯域ELスペクトルを得た。この結果から、成長条件を最適
化した積層QDによるSLDデバイスのOCT光源としての有用性が示された。
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